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縦型 GaN MOS パワーデバイスの実現に向けて Mg イオン注入(I/I)による p 型 GaN 形成技術の

確立が必須である。Mg 活性化のためには I/I 誘起欠陥（Ga 空孔と N 空孔の複空孔；VGaVN等[1]）

およびアニール(PIA)時に形成される(VGaVN)3 等[1]の空孔クラスタを減らす必要がある[2]。最近、

Mg,N 逐次 I/I 後に常圧 PIA を施す空孔ガイド Mg 拡散法により p 型 I/I-GaN:Mg が実現された[3]。

前回の講演では、当該試料のフォトルミネッセンス(PL)および時間分解 PL を行い表面から 80 nm

深さ程度の領域における発光特性を報告した[4]。他方、Mg は N-I/I 誘起空孔欠陥にガイドされて

220 nm 深さまで拡散しているため、発光特性の深さ依存性を調べる必要がある。今回は空孔ガイ

ドMg拡散試料の劈開断面に対し空間分解カソードルミネッセンス(CL)を行った結果を報告する。 

+c 面 GaN 単結晶基板上に MOVPE 成長させた GaN

層([Si]=1.51016 cm-3)に Mg および N を逐次 I/I した。

保護層付きの常圧PIA(1300 C)によりMgがN-I/I誘起

空孔欠陥にガイドされて深部に拡散し、濃度 21018 

cm-3 (深さ 220 nm)の箱型プロファイルが形成された

[図 1(a)]。試料を m 面で劈開し断面から空間分解 CL

評価(加速電圧 5 kV, 101 K)を行った。試料表面から深

部にかけて得られた CL スペクトルのラインプロファ

イルを図 1(b)に示す。表面から深さ 200 nm 程度にか

けて MgGa アクセプタに起因する紫外線発光帯(3.26 

eV)および青色発光帯(2.8 eV)が確認された。従って

Mg 箱型プロファイルが形成された全領域において

MgGaアクセプタが活性化されたと考えられる。一方、

深さ 200~300 nm において n 型 GaN エピ層のバンド端

発光(3.43 eV)および黄色発光帯(2.2 eV)の強度が低下

した。当該深さにおいて非輻射再結合中心として働く

空孔型欠陥が蓄積した可能性がある。 
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Fig. 1. (a) Concentration profiles of Mg and N 

before and after PIA. (b) A cross-sectional CL 

spectral mapping image for the I/I-GaN:Mg,N 

after the PIA. 
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